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Les technologies à base de semi-conducteurs (ITRS) montrent que la microélectronique utilisant le 

spin des électrons pourrait transformer le marché des mémoires [1]. En particulier il a été démontré 

expérimentalement que la texture en spin de la structure de bande de l’alliage GeTe  peut être 

contrôlée par sa polarisation ferroélectrique grâce à l'effet Rashba [2,3]. Même si cela constitue la 

preuve de concept qu'un dispositif de spintronique utilisant la tension électrique comme moyen de 

contrôle peut fonctionner [4,5], de nombreuses questions subsistent concernant la structure en 

couche mince de ce matériau [6-8]. 

Dans cette présentation, nous abordons la structure en nanodomaines ferroélectriques des 

couches minces de GeTe élaborées sur Si (111) par épitaxie par jet moléculaire. La polarisation 

ferroélectrique est couplée à une distorsion de la maille le long de l’axe pseudocubique [111]. La 

présence de nanodomaines a été mise en évidence par microscopie électronique à électrons lents. 

Des cartographies 3D de l'espace réciproque réalisées par diffraction des rayons X (DIFFABS/SOLEIL) 

montrent que les réflexions de Bragg de GeTe « se divisent » en 4 pics démontrant la présence de 4 

variants ferroélectriques. La position de la réflexion de Bragg principale peut être attribuée à une 

distorsion rhomboédrique de GeTe étiré le long de l’axe de croissance [111] et les 3 réflexions de 

Bragg mineures correspondent à des domaines ferroélectriques secondaires. La diffusion diffuse 

autour des réflexions secondaires est corrélée à la présence d’interaction élastique inter-domaines. 

Les études in situ par microscopie à électrons lents et diffraction des rayons X en incidence rasante 

(BM32/ESRF) montrent que les 3 domaines ferroélectriques mineurs disparaissent à une 

température de 500-550 K laissant un film ferroélectrique monodomaine. Enfin nous montrons que 

l’épaisseur de la couche mince ainsi que les dislocations de misfit localisées à l’interface avec le 

Si(111) stabilisent les domaines ferroélectriques secondaires. 
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